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L'électronique pour la conversion -Projet ciblé VERTIGO: Vertical GaN for High Voltage

teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.  

GaN VERTICAL Avantages

 V BD liée à l'épaisseur de la couche de drift (n GaN).  Possibilité d'avalanche.  Chaleur générée répartie dans le matériau.

Inconvénients

 Faible mobilité électronique dans le canal (≤ 150 cm²/V.s).

VERTIGO

Transistors pour l'électronique de puissance utilisant une géométrie verticale permettant de gagner en densité de courant et d'accompagner la montée en tension. DÉFI Produire des composants offrant des performances de mobilité électronique x10 et moins coûteux que la technologie actuelle.

VERTIGO vise à développer des transistors de puissance en Nitrure de Gallium (GaN) à géométrie verticale. Actuellement, ces transistors ont une structure latérale, ce qui limite leur tension de fonctionnement. La géométrie verticale permet de gagner en densité de courant, et la montée en tension (le projet vise 1200 V, avec des puces d'un calibre de 50 A) est obtenue avec des couches plus épaisses. Enfin, la montée en fréquence est permise par les mobilités importantes (objectif x10 par rapport aux résultats publiés) que le projet visera en travaillant sur le canal de conduction et en exploitant toute la richesse des hétérostructures AlGaN.

Le projet utilise des couches épitaxiées sur saphir et silicium. Le retrait partiel ou total du substrat et le report sur un radiateur efficace permettront de gérer les problèmes électriques et thermiques de façon indépendante et flexible, pour proposer des solutions de packaging innovantes. 



  Grande mobilité électronique (≈ 2000 cm²/V.s).  Faible capacitance. Inconvénients  V BD lié à la distance Grille-Drain.  Pas de possibilité d'avalanche.  Mauvaise dissipation de la chaleur (localisée en surface).  Effets de pièges.